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A I’heure actuelle, les meilleurs rendements en conversion photovoltaique sont obtenus a partir de cellules
multijonctions [1]. Au-dela de 4 jonctions, les gaps optimaux se répartissent sur une gamme de 0.5 eV a2 eV. Les
alliages III-Sb (i.e., Gasb, AlGaAsSb, AllnAsSb et InGaAsSb) sont de bons candidats pour cette application, avec
des gaps compris entre 0.27eV et 1.64eV et la possibilité de réaliser une croissance monolithique en accord de
maille sur GaSb. Dans ce contexte, ce travail présente la fabrication, la caractérisation et la mod¢lisation d’une
cellule tandem AlGaAsSb/GaSb fabriquée a I’IES. Cette cellule tandem a été congue pour constituer la partie
inférieure d’une cellule 4-jonctions.

La cellule tandem étudiée est composée d’une jonction « Top » en Alg263Gao,737A80,02Sbo o (1.06eV) et d’une
jonction « Bottom » en GaSb (0.72eV) (Fig. 1). Une cellule simple jonction en Alg263Gao,737A80,02Sboos (1.06eV) a
¢galement été fabriquée afin d’évaluer 1’évolution des performances de la jonction en alliage quaternaire lors de
son intégration dans la cellule tandem. Les deux cellules ont été crues par Epitaxie par jets moléculaires sur un
substrat de GaSb (croissance monolithique en accord de maille).

Les méthodes usuelles de caractérisation (I-V et Réponse Spectrale) ont permis d’extraire les paramétres de la
cellule simple jonction. La caractérisation de la réponse spectrale de la cellule tandem nécessite 1’utilisation de bias
optiques et électriques afin de mesurer la réponse spectrale de chaque sous-cellule [2]. Lors de nos premieres
caractérisations, nous avons observé que les faibles valeurs de résistances de shunt de nos cellules ne permettaient
pas d’obtenir la réponse réelle de chaque sous-cellule et ce quelles que soient les conditions de bias [2]. Dans ce
travail, nous proposons une procédure permettant d’obtenir la réponse spectrale réelle de chaque sous-cellule
malgré ces faibles valeurs de résistance de shunt. Pour cela, nous utilisons un modele petit signal de la cellule
tandem, dont les parameétres sont extraits des caractérisations statiques (I-V) sous obscurité et sous bias optique.

Les réponses spectrales ainsi obtenues sont modélisées avec un modéle physique (TCAD), développé au sein
de I'IES, afin d’en extraire les paramétres physiques des matériaux. Une attention particuliére est portée sur la
comparaison des réponse spectrales des cellules AlGaAsSb, simple jonction et tandem (Fig. 2). L’extraction des
parametres physiques des cellules permet d’évaluer I’impact de 1’intégration au sein d’une cellule tandem sur les
performances des sous cellules AlGaAsSb.
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Figure 1 : Architecture de la cellule tandem Figure 2 : IQE des cellules étudiées (single et tandem)
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